VECSEL IR sriciai

be priekinio ausinimo

VECSEL for IR without front cooling
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Viena i§ S§iuo metu sparCiausiai besivystanciy
lazerinés fizikos Saky yra puslaidininkiniai lazeriai.
Tokio tipo lazeriai yra paklausis dél savo
kompaktiskumo, efektyvumo, pigios masinés gamybos
metody, bei galimybés biti kaupinami tiek optiskai, tiek
elektrigkai.

Devintajame praeito amZiaus deSimtmetyje j mokslo
tiek rinkos pasaulj i$é¢jo nauja puslaidininkiniy lazeriy
rasis VCSEL (angl. ,,Vertical cavity surface emitting
laser). Jy istorija tesiasi jau vir§ 30 mety ir per ta laika
dél savo ypac geros pluosto kokybés, pasickiamy dideliy
galiy, bei infraraudonos srities spektro jie sugebéjo rasti
panaudojimy jvairiose vietose- nuo kompiuteriy pelyciy,
optiniy  komunikacijy, bei telefonuose esanciy
atpazinimo sistemy.

Pagrindinis VCSEL skirtumas nuo jprasty lazeriniy
diody (angl. ,,Edge- emitting diode‘‘) yra tai, kad jy
spinduliuotés kryptis yra statmena, o ne lygiagreti
aktyviosios terpés pavirsiui. Biitent dél Sios priezasties
VCSEL pluostai yra geresnés kokybés ir maziau
diverguojantys nei jprasty diody. Pacio kaupinimo
pluosto kokybé néra svarbi, todél VCSEL yra
kompaktiskas biuidas konvertuoti lazerinj pluostg i
prastos j auksta kokybe. Taip pat VCSEL geometrija yra
patogi masinei tokiy struktiiry gamybai, auginant plona
sluoksnj ir po to ji sudalinant j atskiras dalis, 0 esant
dideliy galiy poreikiams panaudoti tokiy lazeriy
masyvus.

1 pav. Edge- emitting ir VCSEL lazeriy spinduliuotés
skirtumai

Tipiskai veidrodiniai pavirSiai (Brego veidrodziai)
yra integruoti pacioje plokstéje i§ abiejy pusiy, taciau
VECSEL atveju antrasis veidrodis yra atskiras optinis
elementas, kurio padétj keiciant galima reguliuoti
rezonatoriaus ilgj.

Tokia iSoriné konfiglracija leidzia gauti dar maziau
diverguojancius ir siauresnius pluoStus, bei suteikia
galimybe pasiekti didesnes galias.

Viena i§ problemy, itakojanc¢iy VECSEL spinduliuote
ir efektyviag veika ypaC didelés galios rezime, yra
Siluminiai efektai. Nors ir temperatiiros gradientui esant
lygiagreciam lazerinei spinduliuotei yra iSvengiama
tokiy efekty kaip Siluminis lgSis, temperatirai
pakankamai iSaugus yra prieinama prie staigaus emisijos
galios sumazéjimo, net kai kaupinimo galia yra
didinama. Pagrindiné $ilumos i$siskyrimo prieZastis yra
suzadinty elektrony vibraciné (fononiné) rekombinacija,
taip pat kylant temperatiirai padétis tarp kvantiniy duobiy
ir elektrinio lauko maksimumy nebesutampa ir dél to
efektyvumas staigiai mazéja. [1]

VECSEL tipiskai auSinami panaudojant Peltier
elementus kartu su variniais ir deimantiniais
Silumokaiciais, kurie gali biti pritvirtinti i§ vienos arba
abiejy pusiy. Antruoju atveju atsisakant efektyvesnio
ausinimo gaunama galimyb¢ itin arti priartinti i$vadinj
veidrodj prie plokstés ir taip sumazinus rezonatoriaus ilgj
gauti kokybiskesnj pluosta. [2]
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1 pav. Kairéje VECSEL ausinimas vyksta i$ abiejy
pusiy, kairéje tik i$ galo

Tyrimo metu InGaAs VECSEL bus optiskai
kaupinamas 808nm didelio kokybés parametro M2
spinduliuote ir vésinamas Peltier elemento ir vandens
pagalba. Bus istirtos reikalingos rezonatoriaus salygos
bei reikalingas auSinimas, norint gauti stabilig
spinduliuotg ir pasiekti efektyvios spinduliuotés salyga.

Reiksminiai Zodziai: VECSEL, optinis kaupinimas.
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